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Oponentsky posudek

diplomové prace Bc. Veroniky Weissové ,,Priprava tenkych vrstev chalkogenidi s pouzitim
organokovovych prekurzoru metodou rotaéniho nanaseni”.

Studium chalkogenidovych skel sdirazem na jejich vyuziti ve fotonice predstavuje aktudlni
problematiku feSenou v fadé renomovanych laboratofi. Chalkogenidova skla maji velky aplikaéni
potencial v dusledku transparentnosti v infratervené oblasti spektra, vysokym indexim lomu a
nelinearnim optickym vlastnostem. Studované tenké vrstvy sulfidovych a selenidovych skel jsou
transparentni v Siroké spektralni oblasti. Tenké sulfidové vrstvy pripravené pomoci rotacniho
nanasSeni a dotované ionty erbia s vyuzitim komerénich organokovovych prekurzori Er a tenké
vrstvy dotované ionty terbia ziskané pomoci syntetizovaného prekurzoru TbL3, dale podstatnym
zpusobem rozsituji aplikaéni vyuziti studovanych chalkogenidovych tenkych vrstev. Vyhledavani
vhodnych zptsobt dotovani tenkych vrstev chalkogenidi pomoci iontli vzacnych zemin s ohledem
na jejich efektivni zafivou rekombinaci v ramci 4f-4f elektronovych pfechodu v téchto materialech
povazuji za vysoce aktudlni a to jak z hlediska zédkladniho vyzkumu, tak z pohledu moznych
aplikaci.

Prace obsahuje celkem 75 stran, 44 obrazku a cituje 52 praci. Byla vypracovana na katedie Obecné
a anorganické chemie, Chemicko technologické fakulty Univerzity Pardubice a je uspofadana v
obvyklém ¢lenéni — vedle uvodni a zavére¢né Casti je rozdélena do tfi kapitol. Jadro prace je v
experimentalni ¢asti (kapitola 3.) a ¢4sti tykajici se shrnuti vysledki a jejich diskuze (kapitola 4.).
Byly syntetizovany organokovové prekurzory LSbS(Se), pfipraveny vhodné roztoky téchto
prekurzorti a nasledné byly deponovany z téchto roztoku tenké vrstvy SbS(Se) metodou rotaéniho
nanaSeni. Tenké vrstvy As3S7o dotované ionty erbia byly pfipraveny rotaénim nanaSenim ze
specialné pripravenych roztokd pfi vyuziti syntézy objemovych skel As3;S70 a komerciho
prekurzoru ErQ. Tenké v rstvy As3oS7o:Er jsou kvalitni a byla provedena jejich detailni strukturni a
opticka charakterizace. Dale byla ovéfena pfiprava nekomeréniho prekurzoru obsahujiciho terbium
— TbL3 a sjeho vyuzitim byly pfipraveny tenké vrstvy As3S7 dopované Tb.

V Gvodni ¢asti (kterd je vedena jako 1. kapitola) je pfedstaven cil prace a vysvétlena motivace pro
studium chalkogenidovych skel a skel dotovanych ionty vzacnych zemin. Struéné je predstavena
napli diplomové prace — piiprava organokovovych prekurzord jako zdroji pro ptipravu tenkych
vrstev chalkogenidovych skel a skel dotovanych ionty vzacnych zemin pomoci rotaéniho nanaseni z
roztoki na skelné substraty.

Ve druhé kapitole (teoreticka ¢ast) je prehledné shrnuta teorie tvorby chalkogenidovych skel, jejich
optické vlastnosti, rozpustnost vzacnych zemin v chalkogenidovych sklech, elektronova struktura
ionti Er* a Tb*" a jejich charakterizace pomoci fotoluminiscenéni spektroskopie. Déle je
predstavena piiprava tenkych vrstev chalkogenidovych skel pomoci rotaéniho nanaseni s vyuZzitim
organokovovych prekurzorti. Kapitola je prehledné zpracovana a vSechny pojmy, které jsou
podstatné pro vlastni eperimentalni praci a pro vyhodnoceni ptipravenych tenkych vrstev jsou
uvedeny a dostate¢né vysvétleny. Mam drobné pfipominky. Na strané 26 v souvislosti s diskuzi
luminiscenénich vlastnosti organického felatu erbia (ErQ) neni soulad mezi textem, ktery predchazi
Obr. 10 a spektry zobrazenymi na Obr. 10. V textu se mluvi o luminiscenénim piechodu
Ti3p—>'T1s2 (1530 nm) a na Obr. 10 je demonstrovan emisni pas pfi 550 nm, ktery odpovida




prechodu 4S3,—*115. Podobné na str. 27 v textu, ktery predchazi Obr. 12 by mélo byt jasné feceno,
Ze Obr. 12 znazornuje FL emesni pas iontu Er*" v oblasti 1530 nm.

Ve tieti kapitole (experimentdlni &ast) je podan pékny rozbor piipravy substrati, syntézy
organokovové prekurzorii LSbS(Se), pfipravy vhodnych roztoku téchto prekurzori a depozice
tenkych vrstev SbS(Se) metodou rotaéniho nanaseni. Déle jsou detailné popsany jednotlivé kroky
piipravy tenkych vrstev As3S7o dotovanych ionty Er*" s vyuzitim komeréniho prekurzoru ErQ a
syntéza organokovového prekurzoru TbLs;. Kapitola je zakoncena struénym popisem metod
vyuzitych pro charakterizaci pripravenych tenkych vrstev.

Ve &tvrté &asti (vysledky a diskuze) jsou shrnuty a diskutovany vysledky charakterizace
pripravenych tenkych vrstev SbS(Se) pomoci rentgenové difrak¢ni analyzy a je ovéfovano
chemické slozeni vrstev pomoci EDX mikronalyzy. S vyuzitim SEM byla ve vrstvach SbSe zjiSténa
piitomnot dvou fazi. Jedna faze je velmi blizka stechiometrickému slozeni SbsoSesp a druha
vykazuje vyrazny nedostatek Se. Optiké vlatnosti téchto vrstev byly zkoumény pomoci spektralni
elipsometrie a byl uréen efektivni index lomu pfi 1540 nm.

Ve druhé ¢&asti této kapitoly jsou podrobné charakterizovany tenké vrstvy As3pSzo dotované ionty
erbia. Je podéna detailni charakterizace pomoci rentgenové difrakéni analyzy v zavislosti na
koncentraci ErQ a teplotnich podminek temperovani vrstev. Rovnéz chemické slozeni pripravenych
vrstev bylo velmi peélivé zkoumano pomoci EDX mikronalyzy pro tfi koncentrace ErQ a riizné
teploty temperace vrtev. Tuto ¢as vysedkil povazuji za velmi pé€knou. Cennd je rovnéz detailni
charakterizace pomoci transmisni optické spektroskopie a pozorovani posuvu fundamentélni
absorpéni hrany v zavislosti na teploté temperace vrstev. Pomoci spektralni elipsometrie byly
stanoveny tloustky vrstev, priibéh indexu lomu v zavislosti na vzdalenosti od substratu a spektralni
zavislost indexu lomu. Fotoluminiscenéni spektroskopie pfi pokojové teploté byla vyuzita k
proméFeni emisnich pasii EP'" (*I;30—1152, A=1540 nm) a Tb** Dy — "Fs, A=550 nm).

Prace je zpracovéana peclivé ve velmi pékné grafické upravé. Drobnym nedostatkem je neobvyklé
kombinovani anglickych (napf. WAT weak absorption tail - slaby absorpcni chvost) a ¢eskych
(napt. KAH — kratkovlna absorpéni hrana) zkratek v Seznamu pouZitych symboli a zkratek. Tamtéz
je chybné uvedena imaginarni ¢ast kompexniho indexu lomu.

Dle mého nizoru predstavuje diplomova prace Bc. V. Weissové velmi zajimavy a kvalitn€
zpracovany prispévek k piipravé tenkych vrstev chalkogenidovych skel rota¢nim nanaSenim
s vyuzitim organokovovych prekurzori. Zadani diplomové prace bylo zcela splnéno. Pfi pfipravé
vrstev a pri jejich charakterizaci autorka prokazala schopnost samostatné experimentalni prace,
schopnost analyzovat experimentdlni data a vyvozovat zavéry. Prokéazala tak predpoklady pro
budouci samostatnou préci.

Doporuéuji praci k obhajobé a navrhuji klasifikovat ji stupném vyborné.
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